Tema 5: Transistor Bipolar de
Union (BJT)

Contenidos

5.1 Introduccion

5.2 Funcionamiento del transistor en

Zona Activa Directa

5.3 Modelo de Corrientes del Transistor.

Modelo de Ebers-Mol
5.4 Modos o0 Zonas de O
5.5 Modelos Spice

neracion

5.6 Ejemplos de puntos de operacion



5.1 Introduccion

* BJT (Bipolar Junction Transistor)

» Los transistores de union bipolares, son dispositivos de estado soélido de tres
terminales usados en circuitos de conmutacion y procesado de sefial. Existen 2 tipos
transistores bipolares: transistores NPN y transistores PNP

* El transistor se ha convertido en el dispositivo mas empleado en electrénica, a la vez
gue se han ido incrementando sus capacidades de manejar potencias y frecuencias
elevadas, con gran fiabilidad. (No existe desgaste por partes moviles).

» Su reducido tamario ha permitido integrar millones de ellos en un solo C.I.

* Los transistores son dispositivos activos con caracteristicas altamente no lineales.

» Efecto Transistor: el transistor es un dispositivo cuya resistencia interna puede variar
en funcion de la sefal de entrada. Esta variacion de resistencia provoca que sea capaz

de regular la corriente que circula por el circuito al que esta conectado:
Transfer Resistor.
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5.2 Funcionamiento del transistor en
Zona Activa Directa
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Intensidad de Colector en Modo Activo Directo
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Exceso de Carga en la Base
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Corriente de Base

En general interesa que IB sea lo mas PEQUENO posible, sin embargo
en la realidad NO es O

g esta compuesto por 3 componentes: |5 =15 + |5 +1 5

Algunos minoritarios (e-) en su transito por la base se recombinan,
lgs para reemplazar estos huecos hay que suministrar una corriente externa, Ilgg
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5.3 Modelo de Corrientes del Transistor
Modelo de Ebers-Moll




Modelo de Corrientes del Transistor
Modelo de Ebers-Moll

Transistor NPN Transistor PNP
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5.4 Modos o Zonas de Operacion

BE INVERSA BC DIRECTA A Vac BE DIRECTA BC DIRECTA
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11



Zona Activa Directa

Ecuaciones de Ebers-Moll
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Zona Activa Inversa
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Zona Corte
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Zona Saturacion
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Graficas de Intensidad
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Condiciones a Verificar
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5.5 Modelos SPICE
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